TRİNİSTORLARIN TƏDQİQİ
İşin məqsədi

Trinistorların volt-amper xarakteristikalarının (VAX) eksperimental çıxa​rılması və bu xarakteristikalar üzrə həmin cihazların parametrlərinin təyini.
Laboratoriya işinin aparılması üçün avadanlıq

Laboratoriya işi yerinə yetirilən zaman LQ-1 laboratoriya qurğusundan istifadə olunur. Qurğunun üz tərəfində trinistorun VAX-nın tədqiqinin sxemləri verilir. Sxemdə qısa-qapayıcı bəndlərin və nəzarət–ölçü cihazlarının (milliampermetrin, voltmetrin və ossiloqrafın)  qoşulması üçün düyünlər nəzərdə tutulmuşdur. Trinistorun VAX-nın tədqiqi sxemində qida gərginliyi uyğun potensiometrlərlə həyata keçirilir. 
Nəzəri hissə 

Güclü yarımkeçirici cihazlar böyük işçi cərəyan və gərginliklərdə işləyirlər. Belə cihazlar üçün böyük sahəyə malik p-n keçiddən (1 sm-ə qədər və daha çox) istifadə edilir. Bu cihazların tətbiqində istilik ayrılması müəyyən əngəllər törədir. Güclü yarımkeçirici cihazlardan biri tiristordur. Tiristor üç p–n keçidi olan yarımkeçirici cihazdır. Onun iki dayanıqlı   vəziyyəti olur: açıq və bağlı vəziyyətlər. Tiristorlar iki əsas qrupa bölünürlər: ikielektrodlu diod tiristorlar– dinistorlar və üçelektrodlu triod tiristorlar – trinistorlar. Bundan başqa dəyişən cərəyanları kommutasiya etmək üçün xüsusi növ simmetrik tiristorlar – simistorlar hazırlanmışdır. Tiristorları başqa cür idarə olunan ventillər də adlandırırlar.

Trinistorda bazalardan birinin çıxışı olur (şək.1, a). Bu çıxış idarəedici rolunu oynayır və ona  idarəedici  gərginlik verdikdə həmin tranzistorun ötürmə əmsalı artır və tranzistor daha aşağı gərginliklərdə açılır. İdarəedici elektrodun yerindən asılı olaraq trinistorlar idarəolunan anodlu və idarəolunan katodlu olur (şək.1,b). Əgər xarici gərginlik mənbəyi 
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 trinistora şəkildə göstərildiyi kimi qoşularsa, p1-n1 və p2-n2 keçidləri düz, n1-p2 keçidi isə əks istiqamətdə işləyəcək. Bu zaman xarici dövrədə çox cüzi əks cərəyan axacaq. Trinistora idarəedici gərginlik 
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 verildikdə isə p2-n2 keçidindən axan idarəedici cərəyanın 
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 təsiri altında tiristor açılır. İdarəedici gərginliyin və eləcə də idarəedici cərəyanın artması ilə açılma gərginliyi azalır (
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), yəni tiristor xarici gərginlik mənbəyinin daha az qiymətlərində açılır. Dinistorda olduğu kimi, tirstoru da iki ədəd muxtəlif tipli bipolyar tranzistorların qoşulması kimi təsvir etmək olar (şək.1, c, ç). 
Tiristorun VAX-ı dinistordan onunla fərqlənir ki, 
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 idarəedici elektrod dövrəsindəki cərəyanla idarə olunur. İdarəedicinin hesabına trinistoru anod gərginliyinin hətta çox kiçik qiymətlərində belə bağlı vəziyyətdən açıq vəziyyətə keçirmək olar. 
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 olduqda VAX adi dinistorun VAX–ı ilə eynidir. İdarəedici cərəyanın müəyyən qiymətində mənfi differensial müqavimətli oblast demək olar ki, yox olur (şək.2). 
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Şək.1.
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Şək.2.

Tiristorun yenidən bağlı rejimə keçməsi üçün, dinistorda olduğu kimi xarici gərginlik mənbəyini qısa müddət ərzində dövrədən ayırmaq lazımdır. Bu müddət ərzində qeyri əsas yükdaşıyıcıların sorulması baş verir tiristor yenidən başlanğıc (bağlı) vəziyyətə qayıdır. 

Trinistorun parametrləri onun açıq vəziyyətində dinistorun parametrlərindən fərqlənmir. Trinistorun işçi cərəyanı  2000 A , gərginliyi isə 3 kV qiymətlərini ala bilər. Güclü trinistorlar cərəyan komutatorları və kontaktorları kimi sabit gərginlik çeviricilərində, çıxış gərginlikləri tənzimlənən invertorlarda və düzləndirici sxemlərdə istifadə olunur.Trinistorların qoşulma müddəti 1 mksan,  açılma müddəti isə 10-20 mksan  ətrafındadır.   

İşin aparılma qaydası

Dinistorun tədqiqi üçün sxem şək.3-də təsvir edilmişdir.
Dinistorun (VD1) VAX-nın düz və əks budaqları tədqiq edilir. Bu zaman sxemin digər komponentləri əvvəlki kimi saxlanılır. 
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Şək.3.
Ölçmələrin nəticələri cədvəl 1- yə daxil edilir.
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Qurulmuş VAX- lar əsasında 
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, 
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 və 
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 parametrlərinin qiymətlərini tapın.
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